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Fot. 2. Sposób rozbudowy pamię−
ci metodą Chip−on−Chip za po−
mocą technologii opracowanej
w firmie SimpleTech IC Tower

W†aplikacjach najczÍúciej s¹ stoso-
wane techniki podwÛjnego (fot. 2)
lub potrÛjnego warstwowania Chip-
on-Chip. Taka technika montaøu jest
stosowana w modu³ach pamiÍci ty-
pu DRAM, Flash oraz SRAM, przy
czym zalecan¹ obudow¹ uk³adÛw
scalonych jest TSSOP. Charakteryzu-
j¹ siÍ one niewielk¹ gruboúci¹, dziÍ-
ki czemu montaø warstwowy trzech
uk³adÛw - jeden na drugim - nie po-
woduje naruszenia norm JEDEC do-
tycz¹cych maksymalnych wymiarÛw.
Pomimo prostoty, pomys³ nie jest

wolny od wad, do ktÛrych trzeba
zaliczyÊ:
- nieunikonione problemy z†odpro-
wadzaniem ciep³a. Zanikaj¹ one,
jeøeli komputer lub inne urz¹dze-
nie, w†ktÛrym modu³ pamiÍci bÍ-
dzie instalowany, ma poprawnie
(zgodnie z†normami) zaprojektowa-
ny system ch³odzenia.

- potencjalnie wiÍksza podatnoúÊ na
uszkodzenia nietypowo montowa-
nych uk³adÛw. Producent w†cyklu
technologicznym przewidzia³ pro-
cedurÍ weryfikacyjn¹, praktycznie
likwiduj¹c¹ ten problem. W†wiÍk-
szoúci dostÍpnych obecnie modu-
³Ûw montowanych w†technologii
Chip-on-Chip stosuje siÍ warstwo-
wanie podwÛjne, przy ktÛrym
prawdopodobieÒstwo wyst¹pienia
uszkodzeÒ jest minimalne.
Poniewaø w†przypadku stosowania

uk³adÛw zamkniÍtych w†standardo-
wych obudowach ich wyprowadzenia
s¹ zbyt krÛtkie, aby moøna by³o je
dolutowaÊ do wyprowadzeÒ uk³adu
ulokowanego poniøej, zastosowano
specjalne p³ytki drukowane (widocz-
ne na fot. 2) tworz¹ce po³¹czenie
miÍdzy wyprowadzeniami uk³adÛw.
Niebagateln¹ zalet¹ metody wars-

twowego wytwarzania modu³Ûw pa-
miÍci, opracowanej przez Simple-

SzaleÒstwo miniaturyzacji
wymusza na producentach
uk³adÛw scalonych coraz

wiÍksz¹ integracjÍ funkcjonaln¹
i†coraz wiÍksz¹ gÍstoúÊ

upakowania produkowanych
uk³adÛw. Jednym

z†najnowszych sposobÛw
zaspokojenia tych wymagaÒ
jest budowanie uk³adÛw

scalonych jako
wielowarstwowych ìkanapekî.
Jeden z†takich nowatorskich
pomys³Ûw przedstawiamy

w†artykule.

Kilka miesiÍcy temu pisaliúmy
o†wdroøeniu do produkcji przez fir-
mÍ Infineon nowej technologii pro-
dukcji pamiÍci pÛ³przewodnikowych,
ktÛra polega na ³¹czeniu w†jednej
obudowie kilku struktur (u³oøonych
jedna na drugiej - fot. 1), dziÍki cze-
mu moøna uzyskaÊ bardzo duø¹ gÍs-
toúÊ upakowania informacji na jed-

nostkÍ objÍtoúci. Podobn¹ technologiÍ
dla kompletnych (obudowanych)
uk³adÛw scalonych wdroøy³a niedaw-
no firma SimpleTech Inc., ktÛrej po-
mys³ow¹ propozycjÍ montaøu Chip-
on-Chip przedstawiamy w†artykule.

Na czym polega technologia
Chip-on-Chip?
Jest to technologia warstwowego
montaøu uk³adÛw scalonych, umoø-

liwiaj¹ca osi¹gniÍcie duøej gÍsto-
úci upakowania informacji prze-
chowywanych w†pamiÍci na
jednostkÍ objÍtoúci. Jest to jed-
na z†najprostszych metod
zwiÍkszenia gÍstoúci upakowania
pamiÍci, pozwalaj¹ca na stosun-

kowo tanie powiÍkszanie pojemnoú-
ci modu³Ûw pamiÍciowych i†- co
bardzo waøne - moøna do tego celu
wykorzystaÊ uk³ady scalone w†stan-
dardowych obudowach.

Fot. 1. Pamięci warstwowe opracowane przez firmę Infineon
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Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów udos-
têpnionych przez firmê QUANTUM Korporacja
Transferu Technologii Sp. z o.o., www.quantum.-
com.pl, tel. (71) 362-63-56.

Dodatkowe informacje

Tech, jest to, øe nie jest potrzebny
øaden specjalizowany sprzÍt - wy-
starczaj¹ typowe narzÍdzia do
montaøu powierzchniowego.

Zastosowania Chip-on-
Chip IC Tower
Aby wykorzystaÊ wszystkie moø-

liwoúci wspÛ³czesnych, bardzo
szybkich procesorÛw, niezbÍdne s¹
szybkie pamiÍci o†duøej pojemnoúci.
Im wiÍksza pojemnoúÊ pamiÍci sys-
temowej, tym lepsze warunki pracy
ma system operacyjny, poniewaø ko-
rzystanie z†dysku twardego jest
wÛwczas ograniczone do minimum.
Zysk na szybkoúci dzia³ania kompu-
tera jest doúÊ duøy, poniewaø czas
dostÍpu do danych przechowywa-
nych w†pamiÍci DRAM wynosi kil-
ka...kilkanaúcie nanosekund, podczas
gdy w†przypadku dyskÛw s¹ to za-
zwyczaj mikrosekundy. W†odpowie-
dzi na gwa³towny wzrost wymagaÒ
dotycz¹cych wielkoúci i†szybkoúci
pamiÍci, firma SimpleTech oferuje
ìwarstwoweî pamiÍci DDR w†posta-
ci niskoprofilowych modu³Ûw
DIMM, a†takøe w†postaci modu³Ûw
SO-DIMM - kaødy o†maksymalnej
pojemnoúci do 1†GB.
Prezentowana w†artykule techno-

logia SimpleTech IC Tower jest tak-
øe stosowana przy masowym wy-
twarzaniu modu³Ûw pamiÍci DRAM
(typowe aplikacje komputerowe),
Flash (przenoúne pamiÍci nieulotne)
oraz SRAM (g³Ûwnie jako cache).
SzczegÛlnie uzasadnione ekonomicz-
nie jest stosowanie technologii Sim-
pleTech IC Tower w†rÛønego
rodzaju modu³ach Flash, jak np.
CompactFlash, MMC czy ATA-PC,
poniewaø w†aplikacjach mobilnych
szczegÛlnie istotne jest zachowanie
niewielkich wymiarÛw (w tym
zw³aszcza gruboúci) obudowy. Na
fot. 3 przedstawiono przyk³adowe
karty CompactFlash Digital Media
dostÍpne w†wariantach o†pojemnoú-

ci do 1†GB. Obecnie s¹ dostÍpne
pamiÍci o†maksymalnej pojemnoúci:
Compact Flash - karta 1†GB, ATA
PC Card - karta 4†GB, Flash Disk
Module - modu³ 512 MB, Flash Dri-
ves - dyski Flash o†pojemnoúci po-
nad 8†GB w†obudowach 2,5" i†3,5".
Innymi aplikacjami, czerpi¹cymi

korzyúci z†prezentowanej technologii,
s¹ systemy sieciowe i†telekomunika-
cyjne, potrzebuj¹ce pamiÍci DRAM
o†duøych pojemnoúciach, a†przy tym
o†moøliwie niewielkich wymiarach.
Jak widaÊ, obszarÛw stosowania

pamiÍci o†duøych pojemnoúciach jest
bardzo wiele, a†rosn¹ce wymagania
dotycz¹ce ograniczania wymiarÛw
urz¹dzeÒ wprowadzanych na rynek
wrÛø¹ opracowaniu firmy Simple-
Tech dobr¹ przysz³oúÊ.
RK

Fot. 3. Karty SimpleTech Compact
Flash o pojemności do 1 GB wyko−
nane w technologii Chip−on−Chip

Zalety technologii Chip−on−Chip:
✦✦✦✦✦ Możliwość stosowania jednej pętli PLL dla całego bloku

pamięci, co zmniejsza poziom zakłóceń EM, zapewnia także
łatwą synchronizację pracy wszystkich modułów pamięcio−
wych (zwłaszcza RIMM).

✦✦✦✦✦ Brak konieczności modyfikowania stosowanych płytek
drukowanych.

✦✦✦✦✦ Procedury testowe nie wymagają żadnego specjalnego
oprzyrządowania.

✦✦✦✦✦ Zapewnienie krótkiej drogi sygnału, dzięki montowaniu
układów jeden na drugim (wyprowadzenia każdego układu
mają bezpośredni kontakt z wyprowadzeniami układu
znajdującego się pod spodem lub na górze). Wpływa to na
poziom zakłóceń EM i stabilność pracy modułu pamięciowego.
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